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Urzadzenie do prowadzenia krystalizacji ciSnieniowej
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Wynalazek dotyczy urzadzenia do prowadzenia
krystalizacji ciS$nieniowej materialéw supertwar-
dych, takich jak diament lub borazon.

Syntetyczne materialy supertwarde, takie jak
diament lub borazon, stosuje sie przewaznie do
produkcji narzedzi. Wytwarnzanie takich materialow
wymaga stosowania wysokich ciSnien i specjalnych
urzgdzen do prowadzenia krystalizacji ci$nienio-
wej.

Znane urzadzenie do prowadzenia krystalizacji
ciSnieniowej ma postaé formy, kiérej czesé reak-
cyjna uksztaltowana jest w postaci czaszy o regu-
larnej powierzchni kulistej lub podobnej. Takie
uksztaltowanie cze$ci reakcyjnej nie zapewnia dos-
tatecznej wydajno$ci wytwarzania materialéw su-
pertwardych. W miejscu laczenia sie czeSci takiej
formy, podezas wytwarzania warunkéw ciSnienio-
wych, wystepuja znaczne niejednorodnosci rozkladu
ci$nienia, co ogranicza przestrzen zachodzenia pro-
cesu krystalizacji.

Celem wynalazku jest usuniecie wyzej wymie-
nionych wad. Cel ten zostal osiggniety przez nows
konstrukcje urzadzenia do prowadzenia krystaliza-
cji ciSnieniowej materialéw supertwardych, takich
jak diament lub borazon, z czeécig reakcyjng uksz-
taltowana w postaci czaszy o regularnej powierzch-
ni kulistej lub podobnej, w ktbrej pomiedzy krawe-
dzig czaszy a cze$cig zamykajaca, znajduje sie pier-
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Scieniowe wglebienie o krzywizZnie powienzchnio-
wej mniejszej niz krzywizna powierzchniowa wspo-
mnianej czaszy czeSci reakcyjnej. Krzywizna po-
wierzchniowa pierScieniowego wglebienia, w miare
jej pomniejszania, moze w skrajnym przypadku
przechodzié az do tworzgcej stozka. Pier§cieniowe
wglebienie ma praktycznie jednakowsg krzywizne
na calej powierzchni. E.gczne dzialanie pierscienio-
wego wglebienia i czeSci plaskiej zapewmia obejs-
cie strefy niestabilno$ci zwigzanej z krucho$cia ma-
terialéw ceramicznych, gdy ciSnienie wewnatrz ka-
mery reakcyjnej, w czasie inicjowania procesu, jest
zbyt niskie do usuniecia zjawiska kruchosci. W cza-
sie wytwarzania warunkéw ciSnienia, w strefie
pierScieniowego wglebienia tworzy sie¢ bariera ci$-
nieniowa, ktéra utatwia powstanie korzystnie prze-
strzeni reakcyjnej o wyréwnanym ci$nieniu, co pro-
wadzi do rozszerzenia strefy zachodzenia krystali-
zacji.

Przedmiot wynalazku zostanie blizej obja$niony
na przykladzie pokazanym na rysunku, ktéry przed-
stawia przekr6j formy do prowadzenia krystaliza-

cji ciSnieniowej diamentu.

Urzadzenie sklada sie z symetrycznie uksztatto-
wanych cze$ci korpusu formy 1 i 2, w ktérym znaj-
dujg sie kuliste czasze 3 i 4 oraz pierScieniowe
wglebienia 5 i 6 rozmieszczone pomiedzy krawe-
dziami 7 i 8 czasz 3 i 4 a plaskimi czeSciami zamy-
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kajgcymi 9 i 10. Calo$é fomy umieszcza sie w cze$-
ci wzmacniajacej 12.

W czasie prowadzenia procesu krystalizacji ci$-
nieniowej do rozchylonych cze$ci formy w strefie
czasz 3 i 4 i wglebienia pier§cieniowego 5 i 6 wpro-
wadza sie wsad zawierajacy grafit i katalizator w
ptoczeniu tworzywa ceramicznego. Pomiedzy plas-
kimi zamykajacymi czeSciami 9 i 10 umieszcza sig

uszczelke 11 z miekkiego materialu, po czym zamy- -

ka sie forme, stopniowo podnoszac ciSnienie. Po o-
siggnieciu odpowiedniego ci$nienia magrzewa sig
wnetrze wsadu zawierajgce grafit i katalizator. W
okre$§lonym czasie zachodzi formowanie sie krysz-
talow diamentu. W czasie zaciskania cze$ci formy
wsad jak r6wniez miekka uszczelka 11 ulegajg de-
formacji tworzac korzystne warunki ci$nieniowo-
-termiczne we wnetrzu formy. Forma wedlug wy-
nalazku umozliwia uzyskanie trzy do czterokrotnie
wiecej produktu gotowego niz dotychczasowe for-
my podobnej objetosci.
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Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do prowadzemia krystalizacji cis$-
nieniowej materialéw  supertwardych takich jak
diament lub borazon, ktérego cze$é reakcyjna uksz-
taltowana jest w postaci czaszy o regularnej po-
wierzchni kulistej, lub podobnej, znamienne tym,
ze pomiedzy krawedziami (7 i 8) czasz (3 i 4) a czeS-

" ciami zamykajacymi (9 i 10) znajduja sie pierscie-

niowe wglebienia (5 i 6).

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze krzywizna powierzchniowa pier§cieniowych
wglebien (5 i 6) jest mmiejsza niz krzywizna po-
wierzchniowa czasz (3 i 4).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze pierscieniowe wglebienie (5 i 6) utworzone jest
przez tworzaca stozka. '

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze czeSci zamykajgce (9 i 10) stanowia powierzch-
nie plaskie.
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